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Os materiais ferromagnéticos duros tém ciclos de histerese com areas grandes e dao
origem a maiores perdas por histerese, ndo sendo adequados para a construcéo de
maquinas eléctricas, em geral.




- Materiais nao duros com baixa histerese e baixa relutancia

- Construido em laminas isolados com materiais isolantes evitando corrente de Foucault




Acoplamento magnético
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Acoplamento magnético
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Acoplamento magnético
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Acoplamento magnético
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Acoplamento magnético
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Acoplamento magnético
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Equacoes de Maxwell
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Em 1 dimensao
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Condutor com condutividade baixa (dielétrico com perda)
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Condutor com condutividade baixa (dielétrico com perda)
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Condutor com condutividade alta (condutor quase ideal)
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skin depth

Profundidade de penetracao




Dielétrico sem perda
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Meio dispersivo
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